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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アドレス信号の所定のビットフィールドをプリデコードし、プリデコード結果に基づき
複数の選択信号のうちいずれか１つを活性化して出力するプリデコーダと、
　前記プリデコーダから出力される前記複数の選択信号をそれぞれ入力する複数の論理回
路と、を備え、
　前記複数の論理回路には、第１のパルス信号と第２のパルス信号が共通に入力され、
　前記第１のパルス信号がクロックパルスであり、
　前記第２のパルス信号がリセットパルスであり、
　前記各論理回路は、
　前記第１のパルス信号と前記選択信号とを入力し、前記入力した２つの信号の否定論理
積演算結果を出力する第１のＮＡＮＤゲートと、
　前記第１のＮＡＮＤゲートの出力信号を反転して出力する第１のインバータゲートと、
　前記第２のパルス信号と前記選択信号とを入力し、前記入力した２つの信号の否定論理
積演算結果を出力する第２のＮＡＮＤゲートと、
　前記第２のＮＡＮＤゲートの出力信号を反転して出力する第２のインバータゲートと、
　ドレインが前記第１のＮＡＮＤゲートの出力に接続され、ゲートが前記第２のＮＡＮＤ
ゲートの出力に接続され、ソースが電源電圧に接続された第１のＰＭＯＳトランジスタと
、
　ドレインが前記第１のインバータゲートの出力に接続され、ゲートが前記第２のインバ
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ータゲートの出力に接続され、ソースが接地電位に接続された第１のＮＭＯＳトランジス
タと、
　を備えている、ことを特徴とするアドレスデコーダ回路。
【請求項２】
　前記第１のパルス信号は、活性化されると電源電位となり一定時間後に接地電位とされ
、
　前記第２のパルス信号は、前記第１のパルス信号が電源電位から接地電位になると共に
活性化されて電源電位となり一定時間後に接地電位とされ、
　前記プリデコーダから前記論理回路に入力される前記選択信号が活性化される場合には
、前記第１のパルス信号が活性化される以前に前記選択信号は電源電位に設定され、前記
第２のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移するまで前記選択信号は電源電位を保ち
、
　前記選択信号が活性化されない場合には、前記第１のパルス信号が活性化される以前に
、前記選択信号は接地電位とされ、前記第２のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移
するまで前記選択信号は接地電位に保たれる、ことを特徴とする請求項１記載のアドレス
デコーダ回路。
【請求項３】
　前記プリデコーダから前記論理回路に入力される前記選択信号が活性化される場合には
、前記論理回路において、前記第１のパルス信号に同期して一定時間後に、第３のパルス
信号が、前記第１のインバータゲートから出力され、
　前記第２のパルス信号に同期して一定時間後に、第４のパルス信号が、前記第２のイン
バータゲートから出力される、ことを特徴とする請求項２記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項４】
　前記第１のＮＡＮＤゲートを構成するＰＭＯＳトランジスタのサイズが、前記第１のＰ
ＭＯＳトランジスタのサイズ以下とされ、
　前記第１のインバータゲートを構成するＮＭＯＳトランジスタのサイズは、前記第１の
ＮＭＯＳトランジスタのサイズ以下とされ、
　前記第１のパルス信号の活性化から、前記第３のパルス信号の活性化までの遅延時間を
短縮してなる、ことを特徴とする請求項３記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項５】
　前記複数の論理回路のうち最終段に配置される論理回路の場合、前記第４のパルス信号
を出力しない構成としてなる請求項３記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項６】
　アドレス信号の所定のビットフィールドをプリデコードし、プリデコード結果に基づき
複数の選択信号のうちいずれか１つを活性化して出力するプリデコーダと、
　前記プリデコーダから出力される複数の選択信号をそれぞれ入力する複数の論理回路を
備え、
　前記複数の論理回路には、第１のパルス信号と第２のパルス信号が共通に入力され、
　前記第１のパルス信号がクロックパルスであり、
　前記第２のパルス信号がリセットパルスであり、
　前記各論理回路は、
　前記第１のパルス信号と前記選択信号とを入力し、前記入力した２つの信号の否定論理
積演算結果を出力する第１のＮＡＮＤゲートと、
　前記第１のＮＡＮＤゲートの出力信号を反転して出力する第１のインバータゲートと、
　前記第２のパルス信号を入力し、前記第１のインバータゲートの出力信号に応答して、
前記第２のパルス信号の反転信号をラッチ出力するラッチ回路と、
　前記ラッチ回路の出力信号を反転して出力する第２のインバータゲートと、
　ドレインが前記第１のＮＡＮＤゲートの出力に接続され、ゲートが前記ラッチ回路の出
力に接続され、ソースが電源電圧に接続される第１のＰＭＯＳトランジスタと、
　ドレインが前記第１のインバータゲートの出力に接続され、ゲートが前記第２のインバ
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ータゲートの出力に接続され、ソースが接地電位に接続された第１のＮＭＯＳトランジス
タと、
　を備えている、ことを特徴とするアドレスデコーダ回路。
【請求項７】
　前記ラッチ回路は、前記第１のインバータゲートの出力信号を反転する第３のインバー
タゲートと、
　前記第２のパルス信号を第１の入力に入力する第３のＮＡＮＤゲートと、
　前記第３のインバータゲートの出力信号と、前記第３のＮＡＮＤゲートの出力信号を入
力とする第４のＮＡＮＤゲートと、
　を備え、前記第４のＮＡＮＤゲートの出力は、前記第３のＮＡＮＤゲートの第２の入力
に接続されている、ことを特徴とする請求項６記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項８】
　前記第１のパルス信号は、活性化すると電源電位となり一定時間後に接地電位とされ、
　前記第２のパルス信号は、前記第１のパルス信号が接地電位になると共に活性化されて
電源電位となり一定時間後に接地電位とされ、
　前記プリデコーダから前記論理回路に入力される前記選択信号が活性化される場合には
、前記第１のパルス信号が活性化される以前に、前記選択信号は電源電位になり、前記第
１のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移するまで、前記選択信号は電源電位を保ち
、
　前記選択信号が活性化されない場合には、前記第１のパルス信号が活性化される以前に
、前記第１の選択信号は接地電位とされ、前記第１のパルス信号が活性化されて接地電位
に遷移するまで、前記選択信号は接地電位に保たれる、ことを特徴とする請求項６又は７
記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項９】
　前記プリデコーダから前記論理回路に入力される前記選択信号が活性化される場合には
、前記論理回路において、前記第１のパルス信号に同期して一定時間後に第３のパルス信
号が、前記第１のインバータゲートから出力され、
　前記第２のパルス信号に同期して一定時間後に第４のパルス信号が第２のインバータゲ
ートから出力されることを特徴とする、請求項８記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項１０】
　前記第１のＮＡＮＤゲートを構成するＰＭＯＳトランジスタのサイズが、前記第１のＰ
ＭＯＳトランジスタのサイズ以下とされ、
　前記第１のインバータゲートを構成するＮＭＯＳトランジスタのサイズが、前記第１の
ＮＭＯＳトランジスタのサイズ以下とされ、前記第１のパルス信号の活性化から前記第３
のパルス信号の活性化までの遅延時間を短縮してなる、ことを特徴とする請求項９記載の
アドレスデコーダ回路。
【請求項１１】
　前記複数の論理回路のうち最終段に配置される論理回路の場合、前記第４のパルス信号
を出力しない構成としてなる請求項９記載のアドレスデコーダ回路。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一に記載のアドレスデコーダ回路を備えた半導体記憶装置
。
【請求項１３】
　アドレス信号の所定のビットフィールドをプリデコードし、プリデコード結果に基づき
複数の選択信号のうちいずれか１つを活性化して出力するプリデコーダと、
　前記プリデコーダから出力される複数の選択信号をそれぞれ入力する複数の論理回路を
備え、
　前記複数の論理回路には、第１のパルス信号と第２のパルス信号が共通に入力され、
　前記第１のパルス信号がクロックパルスであり、
　前記第２のパルス信号がリセットパルスであり、
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　前記各論理回路は、
　第１及び第２の入力端子にそれぞれ入力される前記第１のパルス信号及び前記制御信号
の否定論理積をとる第１の回路と、
　前記第１の回路の出力信号を受け、前記第１の回路の前記出力信号を反転した信号を第
１の出力端子から出力する第２の回路と、
　前記第２の入力端子及び第３の入力端子にそれぞれ入力される前記制御信号及び前記第
２のパルス信号の否定論理積をとる第３の回路と、
　前記第３の回路の出力信号を受け、前記第３の回路の前記出力信号を反転した信号を第
２の出力端子から出力する第４の回路と、
　前記第１の回路の出力と第１の電源間に接続され、前記第３の回路の出力信号に基づき
オン・オフ制御される第１のスイッチ素子と、
　前記第２の回路の出力と第２の電源間に接続され、前記第４の回路の出力信号に基づき
オン・オフ制御される第２のスイッチ素子と、
　を備えている、ことを特徴とするアドレスデコーダ回路。
【請求項１４】
　アドレス信号の所定のビットフィールドをプリデコードし、プリデコード結果に基づき
複数の選択信号のうちいずれか１つを活性化して出力するプリデコーダと、
　前記プリデコーダから出力される複数の選択信号をそれぞれ入力する複数の論理回路を
備え、
　前記複数の論理回路には、第１のパルス信号と第２のパルス信号が共通に入力され、
　前記第１のパルス信号がクロックパルスであり、
　前記第２のパルス信号がリセットパルスであり、
　前記各論理回路は、
　第１及び第２の入力端子にそれぞれ入力される前記第１のパルス信号及び前記制御信号
の否定論理積をとる第１の回路と、
　前記第１の回路の出力信号を受け、前記第１の回路の前記出力信号を反転した信号を第
１の出力端子から出力する第２の回路と、
　第３の入力端子に入力される前記第２のパルス信号を、前記第２の回路の出力に応答し
てラッチする第３の回路と、
　前記第３の回路の出力信号を受け、前記第３の回路の前記出力信号を反転した信号を第
２の出力端子から出力する第４の回路と、
　前記第１の回路の出力と第１の電源間に接続され、前記第３の回路の出力信号に基づき
オン・オフ制御される第１のスイッチ素子と、
　前記第２の回路の出力と第２の電源間に接続され、前記第４の回路の出力信号に基づき
オン・オフ制御される第２のスイッチ素子と、
　を備えている、ことを特徴とするアドレスデコーダ回路。
【請求項１５】
　前記プリデコーダ回路が、アドレス信号の所定のビット群（ｍビット）をプリデコード
し、出力２＾ｍビット（ただし、＾は冪乗）のうちの１つのビットを活性化するプリデコ
ーダと、
　前記アドレス信号の別のビット群（ｎビット、ただし、ｎはｍと等しいか別の数）をプ
リデコードし、出力２＾ｎビットのうちの１つのビットを活性化する別の前記プリデコー
ダと、
　を備え、
　前記複数の論理回路が、
　２＾ｍ個並置された第１群の前記論理回路と、
　前記第１群の前記論理回路の各論理回路に対してその次段に２＾ｎ個並置される第２群
の前記論理回路と、
　を備え、
　前記第１群の論理回路の各論理回路は、前記第１の入力端子と前記第３の入力端子とに
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前記第１のパルス信号と前記第２のパルス信号をそれぞれ入力し、前記第２の入力端子は
、前記プリデコーダの出力の対応するビットに接続され、前記プリデコーダで対応するビ
ット選択時に活性化される前記選択信号を入力し、
　前記第２群の論理回路は、
　それぞれの前記第１の入力端子に、前記第１群の前記論理回路のうち対応する論理回路
の前記第１の出力端子から出力される第１のパルス信号を、共通に入力し、
　それぞれの前記第３の入力端子に、前記第１群の前記論理回路のうち前記対応する論理
回路の前記第２の出力端子から出力される第２のパルス信号を、共通に入力し、
　それぞれの前記第２の入力端子は、前記別のプリデコーダの出力の対応するビットにそ
れぞれ接続され、前記別のプリデコーダで対応するビット選択時に活性化される前記選択
信号を入力し、
　それぞれの前記第１の出力端子と前記第２の出力端子から、第１のパルス信号と第２の
パルス信号をそれぞれ出力し、
　前記第２群の前記論理回路が最終段の場合、それぞれの前記第１の出力端子から第１の
パルス信号を出力し、
　前記各論理回路は、前記第２の入力端子に入力される前記選択信号をイネーブル信号と
し、
　前記イネーブル信号の活性化期間において、前記第１の入力端子に入力される前記第１
のパルス信号が活性化され、前記第１のパルス信号の活性から非活性への遷移に同期して
前記第３の入力端子に入力される前記第２のパルス信号が活性化される、ことを特徴とす
る請求項１３又は１４記載のアドレスデコーダ回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の記載）本願は、先の日本特許出願２００６－３３４６４５号（２００６年
１２月１２日出願）の優先権を主張するものであり、前記先の出願の全記載内容は、本書
に引用をもって繰込み記載されているものとみなされる。
　本発明は、半導体記憶装置に関し、特に、高速アクセスの半導体記憶装置に適用して好
適なアドレスデコーダ回路、及び該アドレスデコーダ回路を構成する論理回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１０は、関連技術のアドレスデコーダ回路の典型的な構成の一例を示す図である。同
期型メモリでは、ワード線信号をパルス化して制御する。図１０の例では、４ビットのア
ドレス信号ＡＤ［０］～ＡＤ［３］を、１６ビットのワード線信号ＷＬ［０］～ＷＬ［１
５］にデコードする。アドレス信号ＡＤを２ビットずつ、４ビットの選択信号ＸＡ１［３
：０］とＸＡ２［３：０］とにデコードし、ワード線信号ＷＬのパルス幅を決定する基準
クロック信号ＣＬＫ０と、信号ＸＡ１［３：０］、ＸＡ２［３：０］との間でＡＮＤ論理
をとりながら、最終的に、ワード線信号ＷＬを生成する。
【０００３】
　ＡＮＤ論理を実現するために、スタティックＣＭＯＳのＮＡＮＤゲートやインバータゲ
ートが一般に用いられ、クロック信号ＣＬＫが信号ＷＬまで到達する間に、パルス幅が一
定に保たれるように、ＣＭＯＳゲートのトランジスタレシオを決定する。
【０００４】
　例えば、インバータゲートの場合には、ＰＭＯＳトランジスタのゲート幅とＮＭＯＳト
ランジスタのゲート幅を約２：１とし、ＮＡＮＤゲートの場合には、ＰＭＯＳトランジス
タのゲート幅とＮＭＯＳトランジスタのゲート幅を１：１とする。但し、スタティックＣ
ＭＯＳゲートを用いた場合、アドレスデコーダの高速化には限界がある。
【０００５】
　スタティックＣＭＯＳゲートにおいて、パルス信号が伝播する場合、活性化のための信
号伝播を行った後に、非活性化のための信号伝播が行われる。クリティカルパスは、活性
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化のための信号伝播経路である。
【０００６】
　パルス信号を伝播するＣＭＯＳゲートの高速化手法として、例えば特許文献１（特開２
００４－３２１５１号公報）には、活性レベルにする第１の出力トランジスタと非活性レ
ベルにする第２の出力トランジスタとをもつゲートと、複数のインバータが縦列に接続さ
れセットパルスＳＥＴを伝播して第１の出力トランジスタを駆動する第１のインバータ列
と、複数のインバータが接続し出力パルスの非活性化を制御するリセットパルスＲＥＳＥ
Ｔを伝播して第２の出力トランジスタを駆動する第２のインバータ列とを有し、セットパ
ルスＳＥＴの後端エッジに対応するパルスエッジが遅延しないように、第１のインバータ
列のインバータ出力に設けられ、セットパルスＳＥＴの後端エッジに対応するインバータ
出力のパルスエッジを、第２のインバータ列を伝播するリセットパルスＲＥＳＥＴに応答
して駆動するリセットトランジスタを有するパルス発生回路が開示されている。このパル
ス発生回路では、非活性化のための信号を伝播するトランジスタの一部を、パルス信号が
伝播される経路から切り離すことでゲートの入力容量が削減され、活性化のための信号を
高速に伝播する。一方、単にトランジスタを切り離すと、非活性化のための信号が低速に
伝播する。従って、切り離されたトランジスタを制御するために、インバータ列を用いて
非活性化のための信号を伝播する経路と、インバータ列を伝播するリセット信号ＲＳとを
新たに用意する。
【０００７】
　信号ＲＳは一定のパルス幅を持ち、クロック信号ＣＬＫが立ち下がるのと同時に立ち上
がる信号である。これによって、非活性化のための信号が低速に伝播することが防止され
る。
【０００８】
　図１１に、この高速化手法を適用したアドレスデコーダ回路４１０の構成を示す。非活
性化のための信号ＲＳ０を新たに用意して、インバータ列を用いて伝播させる。アドレス
デコーダ回路を構成するＡＮＤ回路２００において、非活性化のための信号伝播を行うた
めのトランジスタを２つのトランジスタに分割する。
【０００９】
　分割されるトランジスタは、
　ＮＡＮＤゲートの場合、ＰＭＯＳトランジスタ（ソースが電源に接続され、ドレインが
ＣＬＫＢに接続され、ゲートがＲＳＢに接続される）、
　インバータゲートの場合、ＮＭＯＳトランジスタ（ドレインがＣＬＫ１に接続され、ソ
ースがＧＮＤに接続され、ゲートがＲＳに接続される）、
　である。
【００１０】
　分割されたトランジスタの一方は、インバータ列を伝播するリセット信号によって制御
される。これによって、アドレスデコーダ回路の高速動作が達成される。
【００１１】
【特許文献１】特開２００４－３２１５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記特許文献１の開示事項は、本書に引用をもって繰り込み記載されているものとする
。以下に本発明による関連技術の分析を与える。　前述した関連技術の構成は下記記載の
問題点を有している。
【００１３】
　図１０を参照して説明したアドレスデコーダ回路は、高速化には限界がある。
【００１４】
　また図１１を参照して説明したアドレスデコーダ回路は、消費電力が増大する。図１１
に示した高速化方式では、動作していないゲートに対しても、リセット制御を行う。アド
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レスデコーダは、ゲートの動作率が低いため、無駄に行われるリセット制御による消費電
力が非常に大きい。
【００１５】
　したがって、本発明の目的は、高速化及び低消費電力を実現するアドレスデコーダを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願で開示される発明は、前記目的を達成するため、概略以下の構成とされる。
【００１７】
　本発明は、第１のパルス信号と第１の選択信号とを入力し、前記入力した２つの信号の
否定論理積演算結果を出力する第１のＮＡＮＤゲートと、前記第１のＮＡＮＤゲートの出
力信号を反転して出力する第１のインバータゲートと、第２のパルス信号と前記第１の選
択信号とを入力し、前記入力した２つの信号の否定論理積演算結果を出力する第２のＮＡ
ＮＤゲートと、前記第２のＮＡＮＤゲートの出力信号を反転して出力する第２のインバー
タゲートと、ドレインが前記第１のＮＡＮＤゲートの出力に接続され、ゲートが前記第２
のＮＡＮＤゲートの出力に接続され、ソースが電源電圧に接続された第１のＰＭＯＳトラ
ンジスタと、ドレインが前記第１のインバータゲートの出力に接続され、ゲートが前記第
２のインバータゲートの出力に接続され、ソースが接地電位に接続された第１のＮＭＯＳ
トランジスタと、を備えている。本発明において、前記第１のパルス信号と前記第１の選
択信号との論理積、前記第２のパルス信号と前記第１の選択信号との論理積を第１、第２
の出力端子からそれぞれ出力する。
【００１８】
　本発明において、前記第１のパルス信号は、活性化されると電源電位となり一定時間後
に接地電位とされ、前記第２のパルス信号は、前記第１のパルス信号が接地電位になると
共に活性化されて電源電位となり一定時間後に接地電位とされ、前記第１の選択信号が活
性化される場合には、前記第１のパルス信号が活性化される以前に前記第１の選択信号は
電源電位に設定され、前記第２のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移するまで前記
第１の選択信号は電源電位を保ち、前記第１の選択信号が活性化されない場合には、前記
第１のパルス信号が活性化される以前に、前記第１の選択信号は接地電位とされ、前記第
２のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移するまで前記第１の選択信号は接地電位に
保たれる。
【００１９】
　本発明において、前記第１の選択信号が活性化される場合には、前記第１のパルス信号
に同期して一定時間後に、第３のパルス信号が、前記第１のインバータゲートから出力さ
れ、前記第２のパルス信号に同期して一定時間後に、第４のパルス信号が、前記第２のイ
ンバータゲートから出力される。
【００２０】
　本発明は、第１のパルス信号と第１の選択信号とを入力し、前記入力した２つの信号の
否定論理積演算結果を出力する第１のＮＡＮＤゲートと、前記第１のＮＡＮＤゲートの出
力信号を反転して出力する第１のインバータゲートと、第２のパルス信号を入力し、前記
第１のインバータゲートの出力信号に応答して、前記第２のパルス信号の反転信号をラッ
チ出力するラッチ回路と、前記ラッチ回路の出力信号を反転して出力する第２のインバー
タゲートと、ドレインが前記第１のＮＡＮＤゲートの出力に接続され、ゲートが前記ラッ
チ回路の出力に接続され、ソースが電源電圧に接続される第１のＰＭＯＳトランジスタと
、ドレインが前記第１のインバータゲートの出力に接続され、ゲートが前記第２のインバ
ータゲートの出力に接続され、ソースが接地電位に接続された第１のＮＭＯＳトランジス
タと、を備えている。
【００２１】
　本発明において、前記ラッチ回路は、前記第１のインバータゲートの出力信号を反転す
る第３のインバータゲートと、前記第２のパルス信号を第１の入力に入力する第３のＮＡ
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ＮＤゲートと、前記第３のインバータゲートの出力信号と、前記第３のＮＡＮＤゲートの
出力信号を入力とする第４のＮＡＮＤゲートと、を備え、前記第４のＮＡＮＤゲートの出
力は、前記第３のＮＡＮＤゲートの第２の入力に接続されている。
【００２２】
　本発明において、前記第１のパルス信号は、活性化すると電源電位となり、一定時間後
に接地電位とされ、前記第２のパルス信号は、前記第１のパルス信号が接地電位になると
共に活性化されて電源電位となり一定時間後に接地電位とされ、前記第１の選択信号が活
性化される場合には、前記第１のパルス信号が活性化される以前に、前記第１の選択信号
は電源電位になり、前記第１のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移するまで、前記
第１の選択信号は電源電位を保ち、前記第１の選択信号が活性化されない場合には、前記
第１のパルス信号が活性化される以前に、前記第１の選択信号は接地電位とされ、前記第
１のパルス信号が活性化されて接地電位に遷移するまで、第１の選択信号は接地電位に保
たれる。
【００２３】
　本発明において、前記第１の選択信号が活性化される場合には、前記第１のパルス信号
に同期して一定時間後に第３のパルス信号が、前記第１のインバータゲートから出力され
、前記第２のパルス信号に同期して一定時間後に第４のパルス信号が第２のインバータゲ
ートから出力される。
【００２４】
　本発明において、前記第１のＮＡＮＤゲートを構成するＰＭＯＳトランジスタのサイズ
が、前記第１のＰＭＯＳトランジスタのサイズ以下とされ、前記第１のインバータゲート
を構成するＮＭＯＳトランジスタのサイズが、前記第１のＮＭＯＳトランジスタのサイズ
以下とされ、前記第１のパルス信号の活性化から前記第３のパルス信号の活性化までの遅
延時間を短縮している。
【００２５】
　本発明のアドレスデコーダ回路は、上記論理回路を複数個配置して構成されている。
【００２６】
　本発明のアドレスデコーダ回路において、前記複数個の論理回路のうち最終段に配置さ
れる論理回路の場合、前記第４のパルス信号を出力しない構成としてもよい。
【００２７】
　本発明は、第１及び第２の入力端子にそれぞれ入力される第１の信号及び第２の信号の
否定論理積をとる第１の回路と、前記第１の回路の出力信号を受け、該出力信号を反転し
た信号を第１の出力端子から出力する第２の回路と、前記第２の入力端子及び第３の入力
端子にそれぞれ入力される前記第２の信号及び第３の信号の否定論理積をとる第３の回路
と、前記第３の回路の出力信号を受け、該出力信号を反転した信号を第２の出力端子から
出力する第４の回路と、前記第１の回路の出力と第１の電源間に接続され、前記第３の回
路の出力に基づきオン・オフ制御される第１のスイッチ素子と、前記第２の回路の出力と
第２の電源間に接続され、前記第４の回路の出力に基づきオン・オフ制御される第２のス
イッチ素子と、を備えている。本発明においては、前記第３の回路のかわりに、前記第３
の入力端子に入力される信号を、前記第２の回路の出力に応答してラッチするラッチ回路
を備えた構成としてもよい。すなわち、本発明においては、第１及び第２の入力端子にそ
れぞれ入力される第１の信号及び第２の信号の否定論理積をとる第１の回路と、前記第１
の回路の出力信号を受け、該出力信号を反転した信号を第１の出力端子から出力する第２
の回路と、前記第３の入力端子に入力される信号を、前記第２の回路の出力に応答してラ
ッチする第３の回路と、前記第３の回路の出力信号を受け、該出力信号を反転した信号を
第２の出力端子から出力する第４の回路と、前記第１の回路の出力と第１の電源間に接続
され、前記第３の回路の出力に基づきオン・オフ制御される第１のスイッチ素子と、前記
第２の回路の出力と第２の電源間に接続され、前記第４の回路の出力に基づきオン・オフ
制御される第２のスイッチ素子と、を備えた構成としてもよい。また、本発明よれば、ア
ドレスデコーダ回路において、アドレス信号の所定のビット群（ｍビット）をプリデコー
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ドし、出力２＾ｍビット（ただし、＾は冪乗）のうちの１つのビットを活性化するプリデ
コーダと、２＾ｍ個並置された第１群の論理回路と、前記アドレス信号の別のビット群（
ｎビット、ただし、ｎはｍと等しいか別の数）をプリデコードし、出力２＾ｎビットのう
ちの１つのビットを活性化する別のプリデコーダと、前記第１群の前記論理回路の各論理
回路に対してその次段に２＾ｎ個並置される第２群の論理回路と、を備え、前記第１群の
論理回路と前記第２群の論理回路の各論理回路は、上記した本発明に係る論理回路よりな
る。前記第１群の論理回路の各論理回路は、前記第１の入力端子と前記第３の入力端子と
にクロックパルスとリセットパルスをそれぞれ入力し、前記第２の入力端子は、前記プリ
デコーダの出力の対応するビットに接続され、前記第１の出力端子と前記第２の出力端子
からクロックパルスとリセットパルスをそれぞれ出力する。前記第２群の論理回路は、そ
れぞれの前記第１の入力端子に、前記第１群の前記論理回路のうち対応する論理回路の前
記第１の出力端子から出力されるクロックパルスを、共通に入力し、それぞれの前記第３
の入力端子に、前記第１群の前記論理回路のうち前記対応する論理回路の前記第２の出力
端子から出力されるリセットパルスを、共通に入力し、それぞれの前記第２の入力端子は
、前記別のプリデコーダの出力の対応するビットにそれぞれ接続され、それぞれの前記第
１の出力端子と前記第２の出力端子から、クロックパルスとリセットパルスをそれぞれ出
力し、前記第２群の前記論理回路が最終段の場合、それぞれの前記第１の出力端子からク
ロックパルスを出力する。前記各論理回路は、前記第２の入力端子に入力される信号をイ
ネーブル信号とし、前記イネーブル信号の活性化期間において、クロックパルスが活性化
され、前記クロックパルスの終了に同期してリセットパルスが活性化される。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、複数個の論理回路を含むアドレスデコーダ回路において、選択して動
作した論理回路だけが、第２のパルス信号を用いて、リセット制御を行われるようにした
ことで、従来のアドレスデコーダ回路と比較して、無駄な電荷の充放電が行われず、高速
化を図りながら、トータルで消費電力を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施例の構成を示す図である。
【図２】図１のＮＡＮＤ回路の構成を示す図である。
【図３】図１のインバータゲートの構成を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施例の動作を説明するためのタイミング波形図である。
【図５】本発明の第１の実施例のアドレスデコーダ構成を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施例の構成を示す図である。
【図７】図６のラッチ回路の構成を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施例の動作を説明するためのタイミング波形図である。
【図９】本発明の第２の実施例のアドレスデコーダ構成を示す図である。
【図１０】従来のアドレスデコーダ構成を示す図である。
【図１１】従来のアドレスデコーダ構成を示す図である。
【符号の説明】
【００３０】
１００、２００：　ＡＮＤ回路
１０１、１０３、２０３、２０４：　ＮＡＮＤゲート
１０２、１０４、２０２：　インバータゲート
１１１、１１２、２１１、２１２：　プリデコーダ
２０１：　ラッチ回路
１１０、２１０：　アドレスデコーダ回路（実施例）
３１０、４１０：　アドレスデコーダ回路（従来構成）
Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４：　ＮＭＯＳトランジスタ
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４：　ＰＭＯＳトランジスタ
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明を実施するための最良の形態について説明する。本発明のアドレスデコーダ回路
は、その好ましい一実施の形態において、第１のパルス信号（ＣＬＫ）と第１の選択信号
（ＥＮ）とを入力する第１のＮＡＮＤゲート（１０１）と、第１のＮＡＮＤゲートの出力
信号を反転して出力する第１のインバータゲート（１０２）と、リセット用の第２のパル
ス信号（ＲＳ）と第１の選択信号（ＥＮ）とを入力する第２のＮＡＮＤゲート（１０３）
と、第２のＮＡＮＤゲートの出力信号を反転して出力する第２のインバータゲート（１０
４）と、ドレイン、ゲート、ソースが、それぞれ第１のＮＡＮＤゲートの出力、第２のＮ
ＡＮＤゲートの出力、電源電圧に接続される第１のＰＭＯＳトランジスタ（Ｐ１）と、ド
レイン、ゲート、ソースが、それぞれ、前記第１のインバータゲート（１０２）の出力端
子、第２のインバータゲート（１０４）の出力端子、接地電位に接続される第１のＮＭＯ
Ｓトランジスタ（Ｎ１）と、を備えた論理回路を複数備え、動作した論理回路だけが、第
２のパルス信号を用いて、リセット制御を行われるようにしたことで、無駄な電荷の充放
電が行われず、高速化を図りながら、消費電力を削減する。
【００３２】
　本発明は別の実施の形態において、第１のパルス信号と第１の選択信号とを入力し、前
記入力した２つの信号の否定論理積演算結果を出力する第１のＮＡＮＤゲート（１０１）
と、前記第１のＮＡＮＤゲートの出力信号を反転して出力する第１のインバータゲート（
１０２）と、第２のパルス信号を入力し、前記第１のインバータゲートの出力信号に応答
して、前記第２のパルス信号の反転信号をラッチ出力するラッチ回路（２０１）と、前記
ラッチ回路の出力信号を反転して出力する第２のインバータゲート（１０４）と、ドレイ
ンが前記第１のＮＡＮＤゲートの出力に接続され、ゲートが前記ラッチ回路の出力に接続
され、ソースが電源電圧に接続される第１のＰＭＯＳトランジスタ（Ｐ１）と、ドレイン
が前記第１のインバータゲートの出力に接続され、ゲートが前記第２のインバータゲート
の出力に接続され、ソースが接地電位に接続された第１のＮＭＯＳトランジスタ（Ｎ１）
と、を備えた構成としてもよい。以下実施例に即して説明する。
【実施例】
【００３３】
　図１は、本発明の第１の実施例の構成を示す図である。本実施例の論理回路はＡＮＤ回
路として機能する。図１を参照すると、本実施例のＡＮＤ回路は、クロック信号ＣＬＫと
、選択信号（イネーブル信号）ＥＮとを入力とし、信号ＣＬＫＢを出力する２入力ＮＡＮ
Ｄゲート１０１と、信号ＣＬＫＢを入力としクロック信号ＣＬＫ１を出力するインバータ
ゲート１０２と、信号（リセット信号）ＲＳと信号ＥＮとを入力とし信号ＲＳＢを出力す
る２入力ＮＡＮＤゲート１０３と、信号ＲＳＢを入力とし出力端子から信号ＲＳ１を出力
するインバータゲート１０４と、ソースが電源に接続され、ドレインが２入力ＮＡＮＤゲ
ート１０１の出力に接続され、信号ＲＳＢをゲート端子に入力し信号ＣＬＫＢの立ち上が
り動作を制御するＰＭＯＳトランジスタＰ１と、ソースがＧＮＤに接続され、ドレインが
インバータゲート１０２の出力に接続され、信号ＲＳ１をゲートに入力しクロック信号Ｃ
ＬＫ１の立ち下がり動作を制御するＮＭＯＳトランジスタＮ１と、を備えている。論路演
算として、ＣＬＫ１＝ＩＮＶ（ＮＡＮＤ（ＣＬＫ、ＥＮ））＝ＡＮＤ（ＣＬＫ、ＥＮ）、
ＲＳ１＝ＩＮＶ（ＮＡＮＤ（ＲＳ、ＥＮ））＝ＡＮＤ（ＲＳ、ＥＮ）となる。
【００３４】
　図２は、２入力ＮＡＮＤゲート１０１の構成を示す図である。図２を参照すると、この
２入力ＮＡＮＤゲート１０１は、通常のＣＭＯＳ型ＮＡＮＤゲートと同様に、ソースが電
源に共通に接続され、ゲートにクロック信号ＣＬＫ、選択信号ＥＮをそれぞれ入力するＰ
ＭＯＳトランジスタＰ２、Ｐ３と、ＰＭＯＳトランジスタＰ２、Ｐ３の共通接続されたド
レインと、ＧＮＤ間に直列形態に接続され、ゲートにクロック信号ＣＬＫ、選択信号ＥＮ
をそれぞれ入力するＮＭＯＳトランジスタＮ２、Ｎ３とを備えている。クロック信号ＣＬ
Ｋが入力されるＰＭＯＳトランジスタＰ２のサイズを通常よりも小さくする。例えば、通
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常のＮＡＮＤのＰＭＯＳトランジスタの１／２から１／４のサイズとする。
【００３５】
　図３は、図１のインバータゲート１０２の構成を示す図である。通常のＣＭＯＳインバ
ータゲートと同様に、インバータゲート１０２は、ソースが電源とＧＮＤにそれぞれ接続
され、ドレイン同士が接続されて出力端子に接続され、ゲートが共通に接続されて入力端
子に接続される、ＰＭＯＳトランジスタＰ４及びＮＭＯＳトランジスタＮ４から構成され
る。通常のＣＭＯＳインバータゲートと比較して、ＮＭＯＳトランジスタＮ４のサイズを
通常の値より小さくする。例えば、通常の１／２から１／４のサイズとする。
【００３６】
　図４は、図１のＡＮＤ回路の動作を説明するためのタイミング波形図である。クロック
信号ＣＬＫは、一定期間Ｈｉｇｈレベルとなるパルス信号である。
【００３７】
　リセット信号ＲＳは、クロック信号ＣＬＫの立ち下がりに同期して、立ち上がるパルス
信号である。
【００３８】
　選択信号ＥＮは、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりエッジ以前に値が確定され、信号Ｒ
Ｓの立ち下がりエッジ以降まで値を保持する。
【００３９】
　選択信号ＥＮがＨｉｇｈに確定した後に、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりエッジが入
力されることで、ＮＡＮＤゲート１０１によって信号ＣＬＫＢをＬｏｗレベルに引き下げ
る。ＮＡＮＤゲート１０１によって駆動されるインバータゲート１０２は、通常のＣＭＯ
Ｓインバータと比較して、ＮＭＯＳトランジスタＮ４（図３参照）のサイズが小さくなっ
ており、信号ＣＬＫＢの立ち下がり動作は高速化される。
【００４０】
　次いで、信号ＣＬＫＢが立ち下がることで、ＣＬＫＢを入力とするインバータゲート１
０２は、その出力に接続されるクロック信号ＣＬＫ１をＨｉｇｈレベルに引き上げる。こ
の時、インバータゲート１０２は、次段のＡＮＤ回路（不図示）のＮＡＮＤゲート１０１
を駆動する。
【００４１】
　次の段のＡＮＤ回路のＮＡＮＤゲート１０１は、通常のＣＭＯＳ型ＮＡＮＤゲートと比
較してＰＭＯＳトランジスタＰ２のサイズが小さく設定されており、クロック信号ＣＬＫ
１の立ち上がり動作もまた高速化される。
【００４２】
　一定時間後に、クロック信号ＣＬＫの立ち下がりエッジが入力されることで、ＮＡＮＤ
ゲート１０１は、その出力信号ＣＬＫＢを引き上げる。これと同時に、信号ＲＳの立ち上
がりエッジが入力されることで、ＲＳを入力するＮＡＮＤゲート１０３は、その出力に接
続される信号ＲＳＢを引き下げる。
【００４３】
　これによって、信号ＲＳＢがＬｏｗとなるとＰＭＯＳトランジスタＰ１がオンして、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＰ１のドレイン端子に接続する信号ＣＬＫＢをＨｉｇｈ側に引き上げ
る。
【００４４】
　このように、ＮＡＮＤゲート１０１とＰＭＯＳトランジスタＰ１とが同時に信号ＣＬＫ
Ｂの引き上げ動作を行うため、信号ＣＬＫＢの立ち上がり動作は高速化される。
【００４５】
　次いで、信号ＣＬＫＢがＨｉｇｈに立ち上がることで、インバータゲート１０２はその
出力に接続されるクロック信号ＣＬＫ１を引き下げる。これと同時に、信号ＲＳＢがＬｏ
ｗに立ち下がることで、ＲＳＢを入力するインバータゲート１０４は、その出力に接続さ
れる信号ＲＳ１をＨｉｇｈ側に引き上げる。
【００４６】
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　これによって、ＮＭＯＳトランジスタＮ１がオンして、クロック信号ＣＬＫ１をＬｏｗ
に引き下げる。
【００４７】
　このように、インバータゲート１０２とＮＭＯＳトランジスタＮ１とが同時に、クロッ
ク信号ＣＬＫ１のＬｏｗレ側への引き下げ動作を行うため、クロック信号ＣＬＫ１の立ち
下がり動作もまた高速化される。
【００４８】
　一定時間後に、信号ＲＳの立ち下がりエッジが入力されることで、ＮＡＮＤゲート１０
３は、信号ＲＳＢを引き上げて、ＰＭＯＳトランジスタＰ１がオフする。この時、クロッ
ク信号ＣＬＫはＬｏｗであり、ＮＡＮＤゲート１０１内のＰＭＯＳトランジスタＰ２（図
２参照）がオンしており、ＰＭＯＳトランジスタＰ１がオフしたとしても、信号ＣＬＫＢ
はＨｉｇｈを保つ。
【００４９】
　次いで、信号ＲＳＢが立ち上がることで、インバータゲート１０４は、信号ＲＳ１を引
き下げて、ＮＭＯＳトランジスタＮ１をオフする。
【００５０】
　この時、信号ＣＬＫＢはＨｉｇｈであり、インバータゲート１０２はＬｏｗを出力して
おり、ＮＭＯＳトランジスタＮ１がオフしたとしても、問題ない。また、選択信号ＥＮは
、信号ＲＳの立ち下がりエッジ以降までＨｉｇｈを保持する。
【００５１】
　図５は、本実施例のアドレスデコーダ回路の構成を示す図である。図５を参照すると、
アドレスデコーダ回路１１０は、プリデコーダ１１１、１１２と、本発明のＡＮＤ回路１
００とを備えて構成される。
【００５２】
　Ｎビットのアドレス信号ＡＤ、ワード線のパルス幅を決定する基準クロック信号ＣＬＫ
０、そして、クロック信号ＣＬＫ０の立下りエッジに同期して立ち上がるリセット信号Ｒ
Ｓ０を入力として、アドレス信号によって選択されたワード線にクロック信号ＣＬＫ０と
ほぼ同じパルス幅の信号を出力する。
【００５３】
　図５の例では、４ビットのアドレス信号ＡＤ［０］～ＡＤ［３］を、それぞれ２ビット
ずつプリデコーダ１１１、１１２を用いてデコードし、それぞれ４ビットの選択信号ＸＡ
１［３：０］、ＸＡ２［３：０］を出力する。プリデコーダ１１２からの選択信号ＸＡ２
［３：０］４ビットのうち１ビットがＨｉｇｈとされ、ＸＡ２［３：０］に入力がそれぞ
れ接続されたＡＮＤ回路１００のうちＨｉｇｈのビットに接続する１つのＡＮＤ回路１０
０が選択される。また、プリデコーダ１１１からの選択信号ＸＡ１［３：０］４ビットの
うち１ビットがＨｉｇｈとされ、ＸＡ１［３：０］に入力がそれぞれ接続されたＡＮＤ回
路１００のうちＨｉｇｈのビットに接続するＡＮＤ回路１００が選択される。
【００５４】
　４ビットの選択信号ＸＡ２［３：０］がそれぞれ入力される４個のＡＮＤ回路１００に
おいて、選択された１個のＡＮＤ回路１００だけが、パルスクロック信号ＣＬＫ０とリセ
ットＲＳ０を、それぞれ、信号ＢＳ１とＢＳ２として次段に伝播させる。
【００５５】
　ここで、４ビットの選択信号ＸＡ２［３：０］を出力するプリデコーダ１１２は、クロ
ック信号ＣＬＫ０の立ち上がりエッジ以前に値が確定し、信号ＲＳ０の立ち下がりエッジ
以降まで値を保持する。
【００５６】
　次いで、４ビットのパルス信号ＢＳ１［３：０］およびＢＳ２［３：０］と、４ビット
の選択信号ＸＡ１［３：０］とがそれぞれ入力される１６個のＡＮＤ回路１００において
、選択された１個のＡＮＤ回路１００だけが、パルス信号ＢＳ１［３：０］をワード線Ｗ
Ｌに伝播させる。ここで、信号ＸＡ１［３：０］を出力するプリデコーダ１１１は、信号
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ＢＳ１［３：０］の立ち上がりエッジ以前に値が確定して、信号ＢＳ２の立ち下がりエッ
ジ以降まで値を保持する。
【００５７】
　なお、最終段のＡＮＤ回路１００の場合、リセット用パルス信号ＲＳ１を出力しなくて
もよく、インバータ１０４のサイズを小さくすることができる。
【００５８】
　なお、図５のアドレスデコーダは、アドレスが４ビット（ＡＤ［３：０］）で、プリデ
コーダが２個（プリデコーダ１１１、１１２）の構成とされているが、本発明は、かかる
構成に限定されるものでないことは勿論である。例えば、アドレスビット数の増大に伴い
、プリデコーダの個数や、ＡＮＤ回路１００の個数や段数も増大する。
【００５９】
　図６は、本発明の第２の実施例の構成を示す図である。本実施例の論理回路はＡＮＤ回
路として機能する。図６を参照すると、本実施例のＡＮＤ回路は、クロック信号ＣＬＫと
、選択信号（イネーブル信号）ＥＮとを入力とし、信号ＣＬＫＢを出力する２入力ＮＡＮ
Ｄゲート１０１と、信号ＣＬＫＢを入力としクロック信号ＣＬＫ１を出力するインバータ
ゲート１０２と、信号ＲＳとクロック信号ＣＬＫ１とを入力とし信号ＲＳＢを出力するラ
ッチ回路２０１と、信号ＲＳＢを入力とし信号ＲＳ１を出力するインバータゲート１０４
と、ソースとドレインが電源とＮＡＮＤゲート１０１の出力にそれぞれ接続され信号ＲＳ
Ｂをゲートに入力として信号ＣＬＫＢの立ち上がり動作を制御するＰＭＯＳトランジスタ
Ｐ１と、ソースとドレインがＧＮＤとインバータ１０２の出力にそれぞれ接続され、イン
バータゲート１０４の出力をゲートに入力としてクロック信号ＣＬＫ１の立ち下がり動作
を制御するＮＭＯＳトランジスタＮ１を備えて構成される。
【００６０】
　図７は、図６のラッチ回路２０１の構成の一例を示す図である。図７を参照すると、こ
のラッチ回路は、クロック信号ＣＬＫ１を反転して信号ＣＬＫ１Ｂを出力するインバータ
ゲート２０２と、信号（リセット信号）ＲＳと、信号（ラッチ信号）ＬＴとを入力とし信
号ＲＳＢを出力するＮＡＮＤゲート２０３と、信号ＲＳＢとクロック信号ＣＬＫ１Ｂとを
入力とし信号ＬＴを出力するＮＡＮＤゲート２０４を備えて構成される。
【００６１】
　図８は、図６、図７を参照して説明した本実施例のＡＮＤ回路の動作を説明するタイミ
ング波形図である。クロック信号ＣＬＫは、一定期間にＨｉｇｈレベルとなるパルス信号
である。信号（リセット信号）ＲＳはクロック信号ＣＬＫの立下りに同期して立ち上がる
パルス信号である。選択信号ＥＮは、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりエッジ以前に値が
確定され、クロック信号ＣＬＫの立下りエッジ以降まで値を保持する。
【００６２】
　選択信号ＥＮがＨｉｇｈに確定した後に、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりエッジが入
力されることで、ＮＡＮＤゲート１０１によって、信号ＣＬＫＢを引き下げる。この時、
ＮＡＮＤゲート１０１によって駆動されるインバータゲート１０２は、通常のＣＭＯＳイ
ンバータと比較してＮＭＯＳトランジスタＮ４のサイズが小さく設定されているため、信
号ＣＬＫＢの立ち下り動作は高速化される。
【００６３】
　次いで、信号ＣＬＫＢが立ち下がることで、インバータゲート１０２は、クロック信号
ＣＬＫ１を引き上げる。この時、インバータゲート１０２は、次段のＡＮＤ回路２００の
ＮＡＮＤゲート１０１を駆動する。ＮＡＮＤゲート１０１は、通常のＣＭＯＳ　ＮＡＮＤ
ゲートと比較してＰＭＯＳトランジスタＰ２のサイズが小さくなっており、クロック信号
ＣＬＫ１の立ち上がり動作も高速化される。
【００６４】
　また、クロック信号ＣＬＫ１が立ち上がることで、ラッチ回路２０１内の信号ＬＴはＨ
ｉｇｈにセットされる。一定時間後に、クロック信号ＣＬＫの立ち下がりエッジが入力さ
れることで、ＮＡＮＤゲート１０１は、信号ＣＬＫＢをＨｉｇｈレベルに引き上げる。こ
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れと同時に、信号ＲＳの立ち上がりエッジが入力されることで、ラッチ回路２０１内のＮ
ＡＮＤゲート２０３は、信号ＲＳＢをＬｏｗレベルに引き下げる。これによって、ＰＭＯ
ＳトランジスタＰ１がオンして、信号ＣＬＫＢをＨｉｇｈレベルに引き上げる。ＮＡＮＤ
ゲート１０１とＰＭＯＳトランジスタＰ１とが同時に引き上げ動作を行うため、信号ＣＬ
ＫＢの立ち上がり動作は高速化される。
【００６５】
　次いで、信号ＣＬＫＢが立ち上がることで、インバータゲート１０２は、クロック信号
ＣＬＫ１をＬｏｗレベルに引き下げる。これと同時に、信号ＲＳＢが立ち下がることで、
インバータゲート１０４は、信号ＲＳ１をＨｉｇｈレベルに引き上げる。これによって、
ＮＭＯＳトランジスタＮ１がオンして、クロック信号ＣＬＫ１をＬｏｗレベルに引き下げ
る。
【００６６】
　インバータゲート１０２とＮＭＯＳトランジスタＮ１とが同時に引き下げ動作を行うた
め、クロック信号ＣＬＫ１の立ち下がり動作もまた高速化される。
【００６７】
　また、選択信号ＥＮは、クロック信号ＣＬＫの立ち下がりエッジ以降までＨｉｇｈレベ
ルを保持する。
【００６８】
　一定時間後に、信号ＲＳの立ち下がりエッジが入力されることで、ＮＡＮＤゲート２０
３は、信号ＲＳＢをＨｉｇｈレベルに引き上げ、ＰＭＯＳトランジスタＰ１がオフする。
この時、クロック信号ＣＬＫはＬｏｗであり、ＮＡＮＤゲート１０１内のＰＭＯＳトラン
ジスタＰ２がオンしており、ＰＭＯＳトランジスタＰ１がオフしたとしても、信号ＣＬＫ
ＢはＨｉｇｈを保つ。
【００６９】
　次いで、信号ＲＳＢが立ち上がることで、インバータゲート１０４は、信号ＲＳ１をＬ
ｏｗに引き下げて、ＮＭＯＳトランジスタＮ１をオフする。
【００７０】
　この時、信号ＣＬＫＢはＨｉｇｈでインバータゲート１０２はＬｏｗを出力しており、
ＮＭＯＳトランジスタＮ１がオフしたとしても問題ない。また、信号ＲＳＢが立ち上がる
ことで、ラッチ回路２０１内の信号ＬＴがＬｏｗにリセットされる。
【００７１】
　図９は、本実施例のアドレスデコーダ回路の構成の一例を示す図である。図９を参照す
ると、アドレスデコーダ回路２１０は、プリデコーダ２１１、２１２と、ＡＮＤ回路２０
０とを備えて構成されている。Ｎビットのアドレス信号ＡＤ、ワード線のパルス幅を決定
する基準クロック信号ＣＬＫ０、そして、クロック信号ＣＬＫ０の立下りエッジに同期し
て立ち上がるリセット信号ＲＳ０を入力として、アドレス信号によって選択されたワード
線にクロック信号ＣＬＫ０とほぼ同じパルス幅の信号を出力する。
【００７２】
　図９の例では、４ビットのアドレス信号ＡＤ［０］～ＡＤ［３］を、それぞれ２ビット
ずつプリデコーダ２１１、２１２を用いてデコードし、それぞれ４ビットの選択信号ＸＡ
１［３：０］、ＸＡ２［３：０］を出力する。４ビットの選択信号ＸＡ２［３：０］がそ
れぞれ入力される４個のＡＮＤ回路２００において、選択された１個のＡＮＤ回路２００
だけが、パルスクロック信号ＣＬＫ０と信号ＲＳ０を、それぞれ、信号ＢＳ１［３：０］
とＢＳ２［３：０］として次段に伝播させる。ここで、信号ＸＡ２［３：０］を出力する
プリデコーダ２１２は、クロック信号ＣＬＫ０の立ち上がりエッジ以前に値が確定して、
クロック信号ＣＬＫ０の立ち下がりエッジ以降まで値を保持する。
【００７３】
　次いで、４ビットのパルス信号ＢＳ１［３：０］およびＢＳ２［３：０］と、４ビット
の選択信号ＸＡ１［３：０］とがそれぞれ入力される１６個のＡＮＤ回路２００において
、選択された１個のＡＮＤ回路２００だけが、パルス信号ＢＳ１をワード線ＷＬに伝播さ
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せる。
【００７４】
　ここで、信号ＸＡ１［３：０］を出力するプリデコーダ２１１は、信号ＢＳ１の立ち上
がりエッジ以前に値が確定して、信号ＢＳ２の立ち下がりエッジ以降まで値を保持する。
最終段のＡＮＤ回路２００の場合、リセット用パルス信号ＲＳ１を出力しなくてもよく、
インバータ１０４のサイズを小さくすることができる。
【００７５】
　本実施例のＡＮＤ回路を用いてアドレスデコーダ回路を構成することで、図１０に示し
た関連技術のアドレスデコーダ回路と比較して、３０％の高速化が実現できる。
【００７６】
　図１１に示した関連技術のアドレスデコーダ回路とリセット動作時の消費電力を比較す
る。
【００７７】
　ファンアウト４程度で設計した場合、１段目のＡＮＤ回路のＮＡＮＤゲートの入力容量
は１、ＰＭＯＳトランジスタＰ２の入力容量は１、インバータゲートの入力容量は６、Ｎ
ＭＯＳトランジスタＮ４の入力容量は２である。
【００７８】
　そして、２段目のＡＮＤ回路では、ＮＡＮＤゲートの入力容量は４、ＰＭＯＳトランジ
スタＰ２の入力容量は４、インバータゲートの入力容量は２４、ＮＭＯＳトランジスタＮ
４の入力容量は８である。
【００７９】
　そして、インバータ列の４個のインバータの入力容量はそれぞれ、４、８、２４、３２
である。
【００８０】
　この時、クロック信号ＣＬＫ０の信号ＲＳ０の伝播によって充放電されるトランジスタ
容量は、それぞれ以下のようになる。
【００８１】
　ＣＬＫ０：　（１＋６）＋（４×４＋２４）＝４７
【００８２】
　ＲＳ０：　（１＋２）×４＋（４＋８）×１６＋４＋８＋２４＋３２＝２７２
【００８３】
　全体では、３１９である。
【００８４】
　これに対して、本発明のＡＮＤ回路を用いてアドレスデコーダ回路を構成した場合、以
下のようになる。
【００８５】
　ＣＬＫ０：　（１＋６）＋（４×４＋２４）＝４７
【００８６】
　ＲＳ０：　（１＋２）×１＋（４＋８）×１＋４＋８／４＋２４／４＋３２／１６＝２
９
【００８７】
　全体では、７６であり、リセット動作時に充放電されるトランジスタ容量を大きく削減
できる。また、アドレスの数が増大すれば、この差はさらに大きくなる。
【００８８】
　本発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思想に基
づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の
枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわち、本
発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであ
ろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
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